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COMPENDIO DE IA DESCRIPCION

Un miembro foﬁbsensible que tiene por 1o menos
dos materiales operativos. El primer material comprende un
material fotoconductivo que es capaz de fobtogenerar e inyec
tar lagunas fotoexcitadas en un material contiguo electrdni
camente activo., El material electrdnicamente activo compren
de érométicos sustituldos con fenilo tales como 2-Tenilnaf-
taleno, 2-fenilantraceno, 2-fenilindol y polimeros de los -
mismos y es sustancialmente no absorbente en la loﬁéitud de
onda de uso electrostatogréfico y es capaz de transportar -
lagunas fotogeneradas. Se puede combinar los materféiéé fo-
toconductivos y electrbénicamente activos en configuréCiones
de aglomerantes o de placa electrostatografica en cépaé.

FUNDAMENTOS DE LA INVENCION

Lla presente invencibn se relaciona en .gensral
con electrostatografia y mé&s especificamente con un rusvo -

dispositivo fotosensible y un método para su uso.

En la técnica de la elsctrostatografia, -sg for

pa una imagen sobre una placa electrostatogréfica, gue con-
tiene una capa aislante fotoconductiva, cargando primeramen
te su superficie electrostitica y uniformemente. Se expone
entonces la placa a un disefio de radiacién electromagnética
activadora tal como luz, que disipa selectivamente la carga
en las &reas iluminadas del aislador fotoconductivo mientras
queda una imagen electrostatica latente en las &reas nc ilu-
minadas. Se revela entonces esta imagen electrostitica la—-
tente de modo gque forme una imagen visible, depositande par-
ticulas marcadoras electroscdpicas finamente divididas sobre
la’superﬁicie de la capa aislante fotoconductiva.

Una capa fotoconductiva para el uso en electrog

-
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+ ricana de Middleton y otres, resulta mor lo tanto comuncen-

e més en volumen, para lograr suficiente cobtacto particula

tatografia, puede ser una capa homogénea de un solo material
tal como selenio vitreo o puede ser una capa compuesta que
contiene un fotoconductor y otro material. Uno de los tipos
de capa fotoconduchiva compuesta, utilizada en electrostato
grafia, estd descrito en la patente norteamericana No., -~ =~
3.121.006 de Middleton y Raynclds que describe una cantidad
de capass aglomerantes que comprenden particulas finamente
divididas de un compuesto inorgénico fotoconducfivq dispepr-
sado en un aglomerente de resina orgénica eléctricamente -
aislante. En su forma comercial actual, la capa aglome;ante
contiene particulas de Oxido de cinc uniformemente disperss
das en un aglomertnie de resina y estd aplicada como recii--
brimientc gobre uvn dorso de papel.

En ejemplos particulares de sistemas ag.oreran
tes descritos en la ys mencionada patente norteamericing de
Middleton y otros, el aglemerante comprende un materizl que
incapaz de iensportar portadores de carga inyectados que -
han sido generados por las paxrticulas del fotocondvctor, so
bre cualquier distancia significetiva. Como resultade, con
los materiales particulares descrilos en dicha patente nor-
teamericana de Middleton y otros, las particulas de fotocon
ductor deben encontrarse en contacto sustancialmente conti-
nuo particula con particula a través de toda lacapa para -
permitir la disipacidén de la carga necesaria para funciona-

miento ciclicc., Con la dispersidn uniforme de las particulasg

de fotoconductor que se describe en dicha patente norteame-

te necesaria una concentracidén en volumen relativaszente ele-

vada del fotoconductor, hasta aproxinmadamente 50 por ciento

.

.
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con particula del fotoconductor para una ripida descarga.
Sin embargo, se ha comprobado que sltas cargas de fotocon-
ductor en las capas aglomerantes del tipo de resina dan por
resultado la destruccién de ls conbinuidad “isica de la re~
sina, reduciendo asi significativamente las propiecdades me-
canicas de la capa aglomerante. Las capas con elevadas car-

gas de fotoconductor se caracterizan a menudo por una capa

27
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aglomerante quebredizs que tiene poce o ninguna flexibilidas
Por otra parte, cuande se reduce aprecinblemente la concen-~
tracidén de fotoconductor por debajo de avroximadamente 50 -~
por ciento en volumen, se¢ rednce el régimen de descalia he-

ciendo 4ificil o imposible wia formacidn de imagen ciciica

A\

repetida a alta velocidad.

In la patente nortcamericana No. 3.121.007 de
Middleton y otros, se describe otro tipo de fotoconductor
que incluye una capa aglomerante fotoconductiva bifasica -
que comprende particulas aislantes fotoconductivas.que es—
tén dispersadas en una matriz aislante fotoconductiva Zomo-
génes. El fotbconductor afecta la forma de un pigmento cris
talino inorgénico fotoconductive en particulas, que se des-
cribe en términos generales como estando presente en una -
centidad de groximadamente 5 a 80 por ciento en peso. Se mez
ciona que la fotodescarga es causada por la combinacibén de
portadores de carga generados c¢n el wmaterial de la matfiz -
aislante fotoconductiva y los povtadores de carga inyectados
desde el pigmente cristalino fotoconductivo haciavlg matriz
aislante foteconductiva.

En la patente nortesmericsna No. 3.037.861 de

e .

Heegl y otros, se describe que ¢l polivinilcarbazol manifieg

ta una cierta sensibilidad a los wltravioletas de onda lar-
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.conductivas.

ga y sugiere que se puede extendbr su sensibilidad especiral
hasta el espectro visible mediaﬁée 1§ adicién de sensiltili-
zadores colorantes. En dicha patenie norileamericana de Hoggl
¥y otros se sugiere que es posible utilizar ftambién otros -
aditivos tales como Oxido de cinc o bidxido de titanb jun-
tamente con el polivinilcarbazol. De acuerdo con Hoegl ¥ -
otros, resulta eviden#e.que el polivinilcarbazal esté des-
inade al uso como fotoconductor, con o sin materiales adi-
tivos que extiendan su sensibilidad espectral. i
Ademés de lo mencionsdo was arriba, bhan sido

propuestas ciertas estructuras en capss egpecializaias, par

ticularmente diseﬁa@as para forwacibn de imagen reflcja. -

Por ejemplo, en la patente norteamericana No. 3,160.405 ce o
terey se describe el uso deruﬂa gatruetura aglomerante de -:
bxido de cinc en dos capas para la formacidn de imager re~

fleja. De acuerdo con dicha patente norteamesricana de Hoess~
terey se utilizan dos capas fotoconductivas contiguas acpa-
radas que ticnen diferentes sensibilidades easpectrales & -

fin de llevar a cabo una sucesioén particular de formacidn -
de imagen refleja. Kl dispositivo de dicha patente nortcame
ricans de Hoesterey utiliza las prop;edédes de capas foto-
conductivas mdltiples para obbtener las ventsjas combinadas

de la fotamespuesta separada de las respectivas capas foto-~

Teniendo en cuenta las capas foGoconductivas
compuestas convencionales mencicnadas wéds arriba, se puede

dnd wnd

ver gue, por exposicidn a la luz, se logra fevoconductivi-

57

dad en la estructura exn capes- ueiisnte un transporte de car
gad a través del cuerpo de la capa fotoconductiva, como en

el caso del selenio vitreo (y otras modificacicnes en capas

[
o
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homogéneas). EL dispositive que utilizen estructuras aglo-

merantes fotoconductivas, que ircluren resinas insctivas -~
eléctricamente aislantes, coue las descritas en la patente
nérteamericana No. 3121.006 dc¢ Hiddleten y otros, se logra
la conductividad o transporte de cargas mediante altas car-
ga§ de pigmento fotoconductivo ue persiten contacto parti-
cula con particula de 1as~particulas fotoconductivas. En el
caso de particulas fotoconductivas dispersadas en una matriz
fotoconductiva, como la que se ilustra en la pateufe norvea
mericana No. %.121.007 de Middleton y otros, la fotoconduc~
tividad se produce por generacidn de portadores de carga -
tanto en la matriz fotoconductiva como en las particvias de
pignento fotoconducter.

Aunque las patentes mencionadas mas arriba sc
basan en distintos mecanismos de descarga & través de la -
capa fotoconductiva, adolecen en general de deficlencins -
en comin cuando se expone la superficie fctoccnducﬁiva9 du~
rante el funcionamiento, 2l anviente qifcundante Y wetcicu—~
larmente en el caso de la electrostavografia ciclica, son -
susceptibles de abrasién, atague quimico, calor y exposicio
nes miltiples a la luz durante la ciclacidén. Estos efectos
se caracterizan por un gradual deterioro de las caracteris-

ticas eléctricas de la capa fotoconductiva que dan por re-

‘sultado la impresidn de defectes superficiales y rayaduras,

freas localizadas de conductividad persistente que no alcan
zan a retener una carga electrostitica y elevada descarga
en la oscuridad.

Ldemds de los protlenas mencionados nis arriba

[ I .
estas capas fotoconductivas reguieren gue el fotoconductor

constituya ya sea el 100% de la capa, como en el caso de la




10

20

25

30

- va que contiene la totalidad o una proporcidén principal de
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capa de selenio vitreo, o que contenga de preferencia una -
elevada proporcidén de material fotoconductivo en la configu

racién aglomerante. Los requisitos de una capa fotoconducti

un material fotoconductive, restyringe més todavia las carac
teristicas filsicas de la pleca, tambor o correa final, en
el sentido de que las caracteristicas fisicas, tales como ~
flexibilidad vy adhesidn del fotoconductor a un substrato de
soporte, cuedan princpalmente determinadas por las propie-
dades fisicas del fotoconductor y no por el material de re-
gsina o watriz que estd de preferencia presente en una can-
tidad pequefia. -
Otra i‘ormalde capa fotosensible coumpuesta, que
ha sido también considerada por la técnica énterior, inclu~
ye una capa'de material fotoconductivo que estad cubicrta -
por una capa de material pléstico relativamente delpada y -
aplicada como recubrimiento sobre un substrato de sopnite.
La patente norteamericana No. 3.041.166 de Bardeen describe
una configuracién de esta clase én la cual un material pléis
tico transparente esta dispueéto encima de una capa de sele
nio vitreo que estd contenida sobre un substrato de sopor-
te¢. Se describe el material pléstico como un material que -
tiene un alcance 5onsiderable para portadores de carga de 1g
polaridad deseada. Durante el funcibnamiento, la superiicie
1ibre del rmaterial pléstico transparehte se carge electrog~
taticamente con una determinada poléridad" S¢ expone enton-
ces el dispositivo a radiacidn activadora gue genera un par
lagunauelectrén en la capa fotoconductive. El electrén se¢ -
; : '
mueve a través de la capa de material plastico y neutrali-

za una carga positiva sobre la superficie libre de la capa
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. en esta mesrera y limita sus ejemplos a estructuras que em-

de material pléstico, creando asl una iwvagen electrostatical
Sin embargo, en dicha patente norteamericana de Bardeen, no

se describe ningtn material plastico espscifico que actfia -

plean un material fotoconductoxr para la capa superior.

In la patente francesa No. 1.577.855 de Herric!

(]

se describe un dispositivo fotosensible compuesto, para fi-
nalidades especiales, que,es apto para la exposicidn refle-
ja meciante luz polarizada. Una de las formas de realizacid
utiliza una capa de particulas fotoconductivas orgénicas -
dicrdicas dispuestas en manera orientada sobre un substrato
de soporte y una capa de pelivinilcarbazol formada scbre la
capa orientada de material dicrodico. Cuando se carga y ex-
pone & la luz polarizada perpcndicularmente-con respecto a
la orientacidn de la capa dicrbdica, la capa dicrdice vrien—
tada y la capa 5e'polivinilcarbazol resultan ambas sustan~
cialmte transparentes a la exposicidén de luz inicial. Cuan
do la luz polarizada incide sobre el fondo blanco del docu-
mento guese cstd coplendo, la lué se despolariza, es refle-
jada nuevemente a través del dispositive y es absorbida pox
el material fotoconductivo dicrdico. Ea obtra forme de rea-
ligacidn, el fotoconductor dicrdico estéh dispersado en una
maners orientada é través de la capa de polivinilcarbazol.
Fn las solicitudes de batentes norteamericanas
ntmeros 94.139, 93,994, 94.071 y 9%.975, presentadas todas
el 12 de diciembre de 1971 y que son cdpendientes con une

Io)

solicitud é= patente norteamericans o la cual corresponde

la presente solicitud, se describen mismbros fotosensibles
R .

que tlenen dos materiales funcicnales. El primer material esg

un fotoconductor que es capaz de fotogenerar e inyectar la-
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' nico electrdnico active, de modo que resulta econdricou. Adg

407984

gunzs fotoexcitadas y electronesien un ﬁaterial adyacente
contiguc electrénicomente activo. EL material electrénica~.
mente activo comprende un material orxgfnico transparente -
gue es susbancialumente no absorbente de la radiacidén elec~
tromagnética en la regidn del uso elé&trostatogréfioo de--
seado, pero que es electrénicamenfe_éctivo en el sentido de
que pernpite la inyecéién de lagunas o,éJectrones fotoexci-
tados desde el fotoconductor y nermlte ademis que estas car
gas fotogen: radas sean transportadas a través del ﬁéterlal
activo para disipar selectivamente una carga superficial.

El uso de materiales emuotrcnlcamente activos,
en. combinacidn con fotocon ducfores fotu“rccuotores elecc—
trostatograticos, segin se describe.en las mencionzdes 8611
citudes de patentes norteamericanas, es de enorme impcrtan~
cia en clectrostatografia. Por gemplo, este tipo de fetorre
ceptor puede contener una cantidad tan pequzfia como 0,1 %
en volumen de fotoconductor con reapocto el meterial orga~-
més, estos fotorreceptores proveen noteble resistencia £i-
sica y flexibilidad, lo cual permite su uso bajo condicio-
nes de reciclacidén rapida gue son negesérias en los proce-
almaennos electrostatograficos actuales,

Por consiguiente, se puede ver facilmente que
existe una continua necesidad de desarrollsr fotorrecepto-
res electrostatograficos que tengan las necesayiss propie-

dades eléctricas y fisicas para cond1c1cnes e reciclacion

- I ~ - + a
@ podra apreciar facilusente la necesidad |

Jl

2,

‘r-

ALt
.'CA. 1Y

B

‘demag,

de fotorreceprores gue conuienen nuevas conposiciones de -

mm,em.aleo orgénicos electrénicaments activos ¥ fotoconduc
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FINALIDADES DE T4 IWNVENCION

Por consiguiente es una finalidad de la pre-

sente invencidn proveer un nuevo dispositivo fotosensible

. apto para la formacibn de imagen ciclica.

Otra finalidad de la pregente invencidn es -
proveer un nuevo sistema formador de imagen.

AOtra finalidad de la presente invencidn es -
proveer niembrog fotosensibles que nanifiesten una eficaz
fologeneracién y transporte de lagunas.

Otra finalidad de la presente invencién es -
proveer nuevos dispositivos fotosensibles. |

. ‘

Otra finalidsd de la presente invencidn es -
Proveer ul nNUevo métodorpara formar imagen en dispositivos
fotosensibles.

Otra finalidsed de la presente invencids es =
proveer nuevos dispositivos fotosensibles que son ¢apaces
de manifestar notables propiedades mecanicas.

RESUMEN DE LA INVENCION

Se logra estas y otras finalidades, de acuer-
do con la presente invencién, proveyendo un micmbro foto-
sensible que tiene por lo menos dos malbteriales funcionales.
El primer waterisl cowprende una sustancia fotoconductiva
que es capaz de fétogenerar e inye~tar lagunas fotoexcita-
das en un material contiguo o adyacente electrénicamente ac
tivo. El material electronicamente activq comprende un ma-
terial polimero o no polimexro orgénico'transparente que
sugtancialuente no absorbe la luz visible o radiacidn en la
regibtn de uso que se desea, pero que es activo en el senti-

¥ .
do de que peruite la inyeccidén de lagunas fotoexcitadas des

de la capa fctoconductiva y permite que estas lagunas sean
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transportadas a través de la capa activa para descargar se
lectivamente una carga superficial sobre la superficie li--
bre de la capa activa. Los materisl es organicos particula-

res electrénicamente activos, contemplados para el uso en

" la presente invencidén, incluyen los materiales elegidos ~

del grupo que comprende 2-fenilnaftaleno, 2-fenilantrace-
nos, 2~fenilindol y polimeros de los mismos. las configu~
racicnes quimicas para estos tres materiales mondmeros son

las siguientes:

Uh.aspectd mis amplio de la presente invencidn
ineluye los siguientes compuestos; la clase de compuestos
que incluye arowadticos sustituidos con fenilo en los cusles
la posicidn del grupo fenilo estéd determinada por elimina-
cién del apillo de articulacidén del aromético gue tiene un
anillo més que el compuesto sustituido.

Se comprenderd que el uso de las presentes -
sustancias electrdénicamente activas permite una variedad de
estructuras fotorrécepﬁoraso Por consiguiente, las sustan-
clas electrdénicamente activas pueden formar cowbinacidén con
naterial fotoconductivo bajo la forma de una estructura -
aglomerante o una configuracidn en capas.

Se couprenderi ademis que los materiales acti-
vos de la precente invencidn nc actiian como fotoconducto-—-

res en la regidn de longitud de onda de uso electrostato--
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grafico. Segin se menciond mAs arridba, se generan pares -
laguna-elect»6n en el material fotoconduckivo y las lagu-
nas son inyectadas' entonces en el material coﬁéiguo o ad-
yacente electrdnicarente activo, produciéndese transporte
de lagunas a través del material activo. )

Una aplicacibn tipica de la presente inven~---
cibn incluye el uso de una configuracidén de celda o en ca-
pas que, en una de las formas de realizacbn, consiste en un
substrato de soporte, tal como un conductor que 1léva sobre
¢l mismo unacapa fobtoconductiva. Por ejemplo, la capa foig
conductiva puede afectar la forma de una capa de seizspico =
amorfo o vitreo. Una capa transparente de 2-fenilindoi, -
qué permite la inyeccidn y transporte de lagunas, estsd apli
cada como recudbrimiento sobre la capa fotoconductive de se
lenio. El uso de la capa transparente electronicamente acti,
va de 2-fenilindol permite aprovechar la disposicida de una
capa fotoconductiva adjacentemente a un substrato dc sopor~
te y proteger la capa fotoconductiva con una superficis su-
perior que permite el transporte de lagunas fotoexcitadas
desde el fotoconductor y al mismo tlempo actus: de modo que
protege fisicamente a la capa foboconductiva contra las -
condiciones ambientales. En esta estructura se puede enton-
ces formar una imagen en la forma eléctrostatogréfica con-
vencional, lo cual incluye comunuente carga, exposicidn por
proyeccibn &ptica y revelacidn.

En general, las ventajas de la estructura y -

¢ ~

método mejorados para la formacidzn dz iragen, resultarin

evidentes al considerar la siguien®te descripcidn de la in-
v N '

vencidn; especialmente el considerarls con referencia a los

dibujos que se acompaiian.
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BREVE DESCRIPCION DE 105 DIBUJOS

Is figura 1 ilustra up.trazado de fotosensibi.
lidad en funcibén de la dependencia del,éampo, para un mna-
terial electrénicamente activo sol&meﬁte ¥y junto con un fo
toconductor. :

La figura 2 es un_trazada similar a la figura
1,:para un gegundo matéfial activo°;;.}

Ta figuralB representaluﬁ tregado de espectro
de absorcidn para el polivinilcarbazbl. ;

La Figura 4 representa uwo trazado del espectro
de absorcién para el pireﬁou |

Ia figura % es una ilustracién esquendtica de
una primnera forma dé realizacidn de'up dispositivo de¢ la -
presente invencidn.

Ia figura 6 ilustra una segunda forma de rea-
lizacidén de un dispositivo de la presente invencidn.,

‘Ia figura 7 ilustra una tercera forma de reaii.
zacibén de un dispositivo de la presente invencidn.

_ Ia figura & ilustra la cuarta forma de reali-
zacién de un dispositivo de la presente invencion,
| La figura 9 ilustra una quinta forma de reali
zacion de un dispositivo de la preseﬁte invencidn; y

La figura 10 ilustra las caracteristicas de =

descarga de los presentes materiales electrdénicamente acti

VOS.

DESCRIPCTION DETALLADA DR LOS DIBUJIOS

Segln se le d=Tfine aquf, un fotoconductor es
un msterial que es eléctricamente fotosoensible a la luz en
la'regidn de longltud de onda en la cual se le debe utili-

zar. l&s especificamente, es un material cuya conductividad
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eléctrea aumenta significativamente en iespuesta a la ab-

sorcidén de radiacidn electromagnéiica en una regibén de lon
gitud de onde en la cual se le debe utilizar. Se necesita
esta definiciodn debido al hecho de-que wna vasta cantidad

de coqpuestos orgénicos aromélicos se sabe © se espera que
gon fotoconductives cuando se ios irradia con radiacidn ul,
traviolete, réyos X o rayos gauma fuertsmente absorbidos.

La fotoconductividad en materiales orgénices es un fendme-
no comln, Practicamente tcdos los compuostos orgénibos al-
tanente conjusadoz manifiesten un clerio grado de fotocon-
duvctividad, bajo condiciones apropiadss. La mayoriafde eé—
tos materiales orgénicos gienen gu principal respuestz de

longitud de onda en los materiales sensibles al ultrawiole
ta y su respuesta a loangitudes de ocuda cortss no es parti-

cularmente apropiada para el coriado de documentos o repro

jo ]

de la fotoccnductividad en compuestos orginicos después de

1

el

excitacién con longitudes de ondas cortas, resuléa por -
1oitanto necesario que, para la presente iavencibén, se in-
terprete los términos "foteoconductor™ o "fotoconductivo™ -
como incluyencéo solamente aquellos mqteiiales que son en ~
efecto fotosensibies en la region de loangitudes de onda en
la cual se los debe utilizar.

El meterizl electromicamente activo, tal como
se le describe en la presente invencidn, al cusl se denomina
también material de matriz activo cuando'se le ubtiliza coumo
ratriz para una capa aglemsrance, es un matericl susbencisl !
mente no_fotoccnductivo que mantiene un rendiuiento de in-
yc&cién de laguras fotcexcitadas, desde la capa fobtoconduc—

tiva, de por lo menos aproxicadamente 10% con campos de -~

uccidn en colores. Teniendo en cuanta la general prevalencia
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aproximadamenfe 2 x lO5 V/cm; Este material se caracteriza
ademéds por la capacidad de transportar el portador por lo
menos 1070 cm. para un campo de no mads de aproximadamente
6 V/cn. Ademéds, el material activo es transparente en la
regidn de longitudes de onda en la cual se debe utilizar
el: dispositivo,

-Los materiales de transporte activos que se -
utilizan jundamente con fotoconductores en la presente inven
cién, son materiales que son aisladores hasta el punto de
Que una cérga electrostatica, aplicada a dichos materiales
de¢ transporte activos, no es conducida en ausencia je ilu-
minacién a un régimen suficiente para impedir la rormécién
v retencién de una imagen latente electrostitica scbme el
mismo; En general, esto éignifica qﬁe la resistividad espo~
cifica del material de -transporte activo deberid ser por lo
RENOS aproximadémgnte lOloiﬁu/cm;

Seghn se habré podido apreciar a través de la
precedente descripqién, los mate;iales particulares qie -
son Otiles para los sistemas de fransporte activo de la pre
sente invenciodn, son incidgntalmente también fotoconducti-
vos cuando abéorben radiacién de longitudes de onda apro-
piadas para excitacidn electrbénica. Sin embargo, la foto-
rrespuestsa en la fegién de longitudes de onda-cortas, que
queda fuera de la regidn espectral bara la cual se utiliza
ra el fotoconductor, carece de importancia para el compor-
tamimto del dispositivo. Ee sabido que'la radiacidn debe -
ser absorbida para excitar la respuesta fotoconductiva v -
elvcriterio de transparencia enunciado mis arriba para les
rnaterieles activos imélica que estos materiales no.contri-

tuyen significativamente a la fotorrespuesta del fotorrecep
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tor en la regidn de longitudes de cnda de uso.

La razdédn del requisito de que los materiales
de transporte activos deben ser transparentes, se hace en
la comprobacidn de que, bajo todas las cond.ciones practi~
cas, el rendimiento de fotoinyeccidn desde el fotoconductor
hacia los materiales activos, para radiscidn visible absor
bida por el fotoconductor, excede considerablemente la fo-
tosensibilidad intrinseca del material activo en cualguier
regidn de longitudes de onda, ya sea visibles o mo. Se -~
ilustra esta situacidn en los figuras 1 y 2, que muestran
una cowparecibn de 1la dependencia de la sensibilidal de in
veccidn, con respecto al caupo, del selenio fotoconductor
hacia dos materiales electrénicamente activos y la fotnsen
sibilidad intrinscca de los nismos, descritos en las soli-
citudes de patentes norteamericanas No., de serie 9Z.99% y
94,139 que estin cbpendientes de una solicitud de paiente
norteamericana ‘a la cual corresponde la presente solicitud
que son el pelivinilcarbazol (PVK) ¥ polivinilpireno (PVP),
cada uno medido con muestras de un espesor de 20 wmicrones
contenidas sobre un substrato de alﬁminio ¥y qé!se preparan
diante los métodos descritos en las solicltudes de patente
norteamericenas copendientes mencionadas més arriba. Las =
curvas para las estructuras en capas del mismo material, -
que tiene un ‘espesor de 0,4 micrdén de selenio vitreo forma-
das entre la capa de waterial activo y el substrato, son si

milares al caso de la estructura ilustrada en la figurs 2.

4

Se deterwina los datos de las figuras 1 7y 2 trazando la ga-
nancia electrostatogréfica inicial (g) en funcidn del caupo
aplicado. Se calcula la ganencia electrestatogréfica en ba-

se al régimen de descarga inilcial.

19
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‘electrostatografia, es decir 4000 & - 8ooo f. la evidente
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donde I es el flujo de fotones incidentes, d es el espesor

gz

de la capa, { es lsa permitividad eléctrica ¥y e es la carga

20

electrénica. Se observard una gananﬂla electrootatogv afica
de, la unidad, si se ekClt& un portﬂdor de carga por fotdn
incidente y que se mueve a traves de 1a capa. Resulta evi-
dente, de acuerdo con las figuras lry 2, que la fotoconduc~
tiviéad intrinseca de los materiales uOLlVO 3, para su lon-
gitud de onda de cresta de absorciénv(excitacién ultravio-
leta), conduce a ganancias COD“i(& ehlencnte menores gque la
estructura bifasica. que incorpora materiales fotoconducti-
vos eficientes, como lo ilustrado uor las estructuras en ca
pas qgue ubilizan les capas delgadas'ﬁe selenio copn matsria-

les activos apropiados, pudiéndose lograr gansncias éz aprg

utilizando una longllrud de onda de excitacion den tro del -
espectro visible (4000 -~ 8000 A)

Las figuras % y 4 son espectros de absorciim
pare PVK y PVP a longitudes de onda de 2500 % a 4000 % . Red
sulta evi acnte,'de acuerdo con e¢stos pccbrou, que el PVK
y»PVP'manlfle uan descarga despreclabie 0 nlnguua, cuando

se los expone a una longitud de onda de luz que es Util en

mejora del comportamiento que se obtiene como resultado del
vso de los sistemaslﬁifésicos de esta naturaleza, podrd lo-
grarse cuondo el material activo es sustancialmmibe transpa-
rente a la radiacidtn en una régidn en la cual se debe utili

nar el fotoconductor. Puesto gue cualquier absorcién de ra-

diacibn deseada por parte del material active inpedird que
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esta radiacidn alcance al material fotocoﬁductive donde es
aprovechada con eficacia c¢onsiderablemente mayor. De esto
se desprende que resulta ventajoso ubilizar materiales elec
tronicamente activos que son transparentes en la longitud
de onda en la cual el foloconductor tiene sﬁ principal res-
puesta y més particularmente en la regibn de longitud de -
onda en que el fobtoconductor debe ser utilizado. Los mate-
riales electrbnicamcute activog de la presente invencidn -
demuestran también transgparencia y ausencia de abséﬁcién -
en la regidn de longitud ce onda de 4000 % a eo00 f.
Haciendo referencia a la figura 3, la feferen
cia numérica 11 ilustra uhs forma preferida dée realizzeidn
de la presente invencidn que comprende un miembro fntosen-
sible que afecta la forma de una placa gue ticae un subs-
trato de soperte 11 recubierto con vna capa aglomerarte 12.
51 substrato 11 cowprende Ge prefcrencia cualquier matsrial
conductivo apropiado. Conductores tipicos couprenden alumin:
acero, laldon o similares. El substrato puede ser rigide o
flexible y de cuvalquier espcsor convenliente. Substratos &
picos incluyen correas o manguitos flexivles, hojas, lami-
nas, placas, cilindros y tambores. Bl substrato o soporte
puede comprender también une cstructura compuesta tal como
un delgado recubrimiento conductive eplicado sobre una ba-
se de papel; un material pléstico recubierto con una delga-
da capa conductiva tal como aluminio o ioduxro de cobre; o
vidrio mecubierto con un delgado recubrimiento corductivo
de cromo.u O0xido de estafic, Cuando se uwiilice un suﬁstra?o
transparente, se comprenderd que se puede llevar opcional-
mente a cabo 13 exposicidn en configuracidn de imagen a tra

vés del subsitratc o dorso del nmiewbro formafor de imagen.

O,
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La ¢apa aglonmerante 12_ébntiene particulas -

fotoconductivas 1% dispersadas en une waners no orimtada

en una matriz elsctrénicamente sctiva o material aglomeran

te 14. Tas particulas fotoconductivas’fueden constituir ~
en cualquier fotoconductor inorgénicaxu orgénico gpropia«
do y mezclas de los mishos, qué sbn_cépaces de inyectar -~
lagﬁnas Ffotoexcitadas eﬁ la matriz. Maseriales inorganicos

tipicos incluyen compuestos eristalinos inorgénicos y vi-

.

érios fotoconductivos inorgénicoso Compuestos cristalinos
inorganicos tipicoslincluyen sulfoseleniuro de cadmio, se~
leniuro de cadmio, sulfuro de cadmior§ mezclas de los mis-
mos. Vidrios fotocopductivés inorginices incluyen selenio
smnorfo y aleaciones de selenio talcs;como gelenio~telurio ¥y
selenio-arsénice. Se puede emplear también el selenic- bHaw
jo una forma cristalino que se coroce como selenio- brigonall
Materiales orghnicog tipiccs incluyen pignenntes de fialo-
cianina tales como la forma i de ftzlocianina libre de uwe-
tal que se describe en la patente norteamericana No. =~ -

%.257.,989, concedida a Bryne y otros, ftalocianinas de me-

-

tal tales como ftalocianina de cobre; guinacridonas ubhe-
nibles de DuPont bajo la denominacidén comercial Morechral
Red, Monastral Violet, and Monastral Red Y; 2,4-diamino-

triacinag sustituidas descritas por Weinberger en la pa-

.Fente norteamericana No. 3.445,227; trifenodioxacinas des~

critas por innberger en la patente norteamericana No. -~
3.442.781; quinonas arométicas polinucleares obtenibles de
A11ied Chewicsl Corp. bajo la denominacidn comsrcial Indo-
fast Double Scarlet, Indofas Violet Laoke 3, Iadofast Bri-

1liant Scarlet, e Indofast Orange. De ninguna manera debe

considerarse como limitativa la precedente lista de foto-
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conductores, siendo simplemente iivstrativa de maberiales
apropiados. ¥l tamafo de las particulas fotoconductivas no

es c¢ritico, aunque se obticnen rescultados particularmente

satisfactorios con particulas comprendidas en la gama de

tamafios de aproximadamente 0,01 a 1,0 micrdn.

Segin se menciond mas arriba, el material fo-
toconductivo de la presente invencidén se utiliza en una -
menera no orientada. Bajo la expresidn no orientado debe -
entenderse aqui que ¢l pigmento o material fotocon&uctivo
es isotrdépico con respecto a la rmiiaciéh electromagpética
exiitadora, en el sentido.de que es igualmente sensible a
cualguier polarizacidén de la radiveidn cxcitadera.

El material de matriz electrbénicamente activo
14 comprende los materiales orginicos 2~-renilnaftaleno, 2-
fenilantraceno y 2~fenilindol y estos materiales mantienen
la inyeccidn de lagunas fobtoeexcitadas desde el pigwmenso -
fotoconductivo y ﬁermiten el transporte de estas lagunas a
través del materin) de matriz activo para descargar selec-
tivamente une carga de la superficie. Ademads, polimecrus de
condensacién, de adicibdn y otros tipos de polimeros de 2~
fenilnaftaleno, 2-fenilantraceno y 2-fenilindol scun slec~
trénicamnente activos y quedan couprendidos dentro del alcan
de la presente invencién.

Segun se hizo nctar wds arriba, el uso de cual

quier polimero (un polimero es una moléculs grande construi-

da por la repetvicidén de pequefias unidades quimicas simples)
cuye unidad repetitiva contione el wondmero orgénico elac-
trénicamente activo apropiado de la presente invencidn, es

decir 2-ferilindol, queda comprendide dentro del alcance de

la presente invenciér. Por lo tento, no se debe considersr

e
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injertc (que contienen la unidad repetitiva aromidtica) son
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restringida la presente invencibén por el tipo de polimero

que se puede utilizar como material de matriz. Los poliéste
res, polisiloxanos, poliamidas, poliuretanos y epdxidos, -

como asi también copolimeros en bloques, aleatorios o de -

ejgmplos de los diversos tipos de polimeros que se pueden
emplear. Ademds, se puede utilizar también nmezclas apropie-—
das de polimeros activos con polimeros inactivos o materia-
les no polineros.

En general, la capa activa es sustancialmente
transparente o no absorbente en por 1o menos cierte porcidn
silgnificativa de la pama de aproximadamente 4030-8000 Angs-
trroms ¥ sin embargo, actia todavia d¢e modo que permita la -
inyececidn y transporte de lﬁgunas generadas dentro de esta
gana de longitudes de qnda por las particulas de piguento
Totoconductivo. .

Un 1imite superior de la concentracién ¢ espa~
cio ocupado en vollmen, del fotoconductor, estd gobernado
por diversos factores: unotablemente (1) la etapa para la ~

cual se ven seriamente desmejoradas las propiedades fisicas

o

del polimero; (2) la etapa para la cual tiene lugar vn tran
porte significativé por contactos particula con particula;
y (3) ia etapa para la cual, coa pigmentos conductivos ta-
les como selenio trigonal, tiene lugar un excesivo barrido
de lagunas durante la carga. Estos dos Wltimos factores -
conducen a menudc a una falta de capacidad de ciclaje. En
general, para legrar la mejor combinacidn de propiededes -
figicas ¥y elesctricas, el limite superdox para el pigmuento
fotoconductivo o partimlas no debe ser mayor de 5 por cien~

to aproyinmadamente en volumen de la capa aglomerante. Para
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particulas fotoconductives se necesita un liwmite inferior
de aproximadamente 0,1 por ciento en volumen de la capa -
aglomerante para asegurar que el coeficiente de absorcidn
de la luz es suficienta para dar una generafién apreciable
de portadort_aso Pava lograr un roégimcn de descarga cercana-
mente equivalente bajo ambas condiciones de carga, es nece
sario trabajar en una regidn de volumen ocupado en que la
profundidad término medio de peneiracidn de la luz es prd-
xima al centro de la capa.

En la solicitud de patente n rheanericana No.
de serie 93.994, quc es copendiente con la solicitud de paw-
tente norteamericana a la cuél corresponde la presenté 50w
licitud, se encontrard una explicacibn completa de las ca~-
racteristicas de carga de una placa sglomerante acvrva con
respecto a la concentracién en volumen y se incorpors aqul
a titulo de vefercnecia los contenidos de dicha solicitud de
patente norteamericana,

Segha se describe en la meacicnada scliciiud
de patente norteamericana No. de serie 93.994, se mcqukre
una gama critica de aproxiuadamsnte 0,1 a 5 por ci=nto en
volumen del fotoconductor para lograr las ventajas &= las
composicicnes aglomerantes Ge¢ matriz electrdnicamente acti-
va de la presenfe invencibn.

. El espesor de la capa aglomerante no es parbi-
cuiarmente critico. Se ha couprobado gque son satisfactorios
espesores de la capa de aprovimadamente 2 a 100 mic?oness
obteniéndose resultades ﬁarticularn@:ﬁe Duenos o0 un es-
pesor preferido de aproximadmmente % & 50

) ‘Haciendo referencia o la figura 5, la refexren-

cia numerta 10, indica un miembro formador dc lmagen que -
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afecta la forma de una placa que comprende un substrato de

soporte 11 que tiene sobre el mismo una capa aglomerante 12
y una capa activa 15 que estéd dispuesta sobre la capa aglo-
merante 12. El substrato 11 estd de preferencia constituido
por cualquier material conductivo apropiado, como los deli=-
neados para el substrato de la figura 5.

La capa aglomerante 12 contiene particulas fo-
toconductivas 13 dispersadas aleatoriamente sin orientacién
en un aglomerante 1l4. Las particulas fotoconductivas pue-~ -
den consistir en cualquier fotoconductor inorgénico u orgé-
nico apropiado y mezclas de los mismos. Materiales fotocon-
ductivos apropiados incluyen los definidos més arriba para
la estructura de la figura 5.

El material aglomerante 14 puede comprender -
cualquier resina elécfricamente eislante como la descrita
en la ya mencionada patente norteamericana No. 3.121.006 de
Middletdn y otros o cualquier material activo apropiado que
puede ser el mismo o diferente que el utilizado para la ca-
pa 15. Cuando se utiliza una resina eléctricamente inacti-
va o aislante, es esencial que haya contacto particula con
particula entre las particulas fotoconductivas. Esto requie
re que el material fotoconductivo esté presente en una can-
tidad de por lo menos aproximadamente 25 % en volumen de -
la capa aglomerante sin limitacidn de la cantidad m&iwma de
fotoconductor en la capa aglomerante. Si la matriz o aglo-
merante comprende un material electrdnicamente activo, el
material fotoconductivo necesita solamente comprender apro
ximadamente 1 por cieito en volumen o menos de la capa aglo

merante, sin limitacidn de la cantidad méxima de fotocon-

ductor en la capa aglomerante. El espesor de la capa foto-
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conductiva no es criticeo. Se ha comprobado que son satisfac

torios espesores de capa de aproximadamsnte 0,05 a 20 micrg
nes, obteniéndose buenos resultedos cen un espesor preferi-
do de aproximadamente 0,2 a 5 uicrones.

Ia capa electrdénicamsnte asctiva 15 comprende
los materiales electrdnicamente activos 2-fenilnaftaleno,
2-fenilantraceno, 2-fenilindol y polimeros de los miswés.
istos materiales son capaces de mantener la inyeccidan de la
gunas fotoexcitadas desde la caps fotoconductiva y‘permi—
tir el trsrsporte de estas lagunas a través de la caps orgd
nica de modo que descargue selectivaments wna carga de la
superficic. La capa. active no solo sirve para tramspertar
legunas, sino que protege también la capaAfotocon&uctiva
contra ataque abrasivo o quimico y por lo tanto prclonga -
le. vide 0til del miembro formador de imagen Totorreceptor.

En general, el espesor de la capa electrdonicea~
mente activa deberd ser aproximzdanente © a 10
ro ge pueden emplear también cspesores fuera de ests gama.
5e deberd mamtener la relacion entre el espesor de la capa
activa y el de la cepa fotoconductora aproximadamenite entre
2:1 ¥ 200:1.

' En otra forma de realizacidbn de la presente -

invencidén, se modifica la estructura de la figura 5 para -

‘asegurar que las particulas fobtocontuctivas ofectarén la

forma de cadenas continuas a través del espescr de la capa
agleomerante 12. Se ilustra este forma de realizacidn en la

-

igura 7, en la cual la estiuctura basica y los materielss

3

By

/2 3

cn 1los mismos que en la figura €, con excepcidn de que las
particulas fotoconductivas 13 afecten la forma de cadenas

continuas.
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La capa fotoconductiva puede constituir tam-

bién por entero en el material fotoconductivo no orientado
ustancialmente homogéneo, por ejemplo, una capa de sele-
nio amorfo o aleacidn do selenio o-une czpa fotoconducti~
va en polvo o concr601onaaa tal como sulfoaulenluvo de -
cadmio o ftalocianina. Se ilustre ssta modificacién en la
figura 8, en la cual un niembro fotosensible 30 comprende
un subatrato 1l que tiene una capa foltoconductiva homo»e»
& 16, con una capa orgénica activa sobreyacente l,

Otra wmodificacibén de lag configuraciones aglo
merante y en capas ilustradas en las figuwas 5, 6, 7 ¥y 8
incluye el uso de una capa de blogqueo 17 en la interfaz -
substratofotoconductora. Se ilustra este configurasion we-
diante el miembro folosensible 40 en la figura 9, =u
el substrato 11 y la capa fotoconductiva 16 estin scperadus
por una capa de blogueo 17. La capa de bloqueo actua de no
do que impide la inyeccidn de portadores de carga dende el
substrato hacia la capa fopoconductiva. Se puede cnmpleac
cualquier material de blogueo spropiado. Materisles tipi-
cos incluyen nildén, epdxido y Oxido de aluminio.

Segln se menciond mds arriba,. el matevial fotp
conductor, ya sea hajo la forma de un pigmento o cono una
caps homogénea, es utilizado en manera no orientada. Bajo
la e:p sién no orientado debe entenderze aqul que el pig-
mento o capa fotoconductiva es igotrdpico con respecto a 1la
rad1301on electromagvet1ca ez c*tadora, 0 sea que es igual-
neate sensible s cus*qu gr polarizacidn de la radiaéibn o
citadora.

’ En genxal, 1ns estructuras aglomerante y en -

capas de la prasente invencidn requiere elegir el fotccon-
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| ble a todas las longitudes de onda de 4C00 a 8000 Ang trows

éuctor o adaptarlo con los materisles electrénimmente ac~
tivos de la presente descripeidn, de modo gue seran geﬁera;_
das cargas por radiacidm a la cual son hraasparentes o.no
absorbentes los materiales activos. Esta &rea corresponde a
regién de longitudes de onda de aproxisadsmente 4000-8G00
Angstroms que es la gama preferida para utilizacién elec-

trostatografica. Ademis, el fotcconéuctor deberd ser sensi-

51 se requiere respusta pancrcomitica. Todas las combinacio«

es de materiales fotoconductor—activo de la presente in~

vencidn, dan por resultade la inyeccidn y subsigniente trang

porte de lagunas a través de la interfaz fisica enbre el -
fotoconductor y el material activo.

DEGCRIPCION NE TAS FORMAS PREFERIDAS DE BI-LZ5ACTOR

Los siguientes ejemplos definen mds espaciii~-
camente la presente invencidn con respecto a un mésodiv para
producir un miembro fotosensible gue contiene una capa fo-
tocenductiva que es contigua a una capa del material =lec~
trénicamente activo de 15 ; resente invencide. Los percenta-
jes son en peso & menos que se indique lo centrariv. Los -
signientes ejeuplos estén destinados a ilustrar diversas -
formas preferidas de llevar a la prictica la preseate in-
vencidn.

Se prepara una placa 0 estructura en capas, -
que es similer a la ilustrada en la figufa 9, que consiste ¢
una capa de 20 micrones de 2-Cenilindel, aplicada como re~
cubrlmlento sobre una capa de 1 wicrbén de selenio amorfo de
positado gobre un substrato de vidric NESA de 2,54 x 2,54

cn., de la siguiente wanera:

raa

n
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1) Se forma vna capa de blogueo de polivinilear
bazol de un espesor de 0,2 micrdin sodbre una de las super-
ficies del substrato NESA medionte recubrimiento por inmern

sibén del substrato en una soluecidm -ul 1% de polivinilcar-

b

bazol en tolueno. Después de recubrirlo, se seca el subs-
trzto al aire a 1002 Go"durante 16 h. ;f

2) Se aplica una capa'fmtocanﬁuctora de sele-
nio vitreo sobre la capa de bloqded Eediante técniqas de -
deposicidn bajo presidn reducida'como les descritas'en las
patentes norteamericanas No. 2.753.276 y 2.970.905 de Biu-
by. Se forra la capa de selenic con un ezpesor de aproximae
dawente 1 wicrdn., Durante la deposicién, se nantieue la top
peratura del svbstravo aproximadamente catre 25 v 552 C. Se

s ]

mantiene la fvente de selenio a 2602 § y s2 lleva & cubo -

. . v o =t
la evaporacidn bajo una presién de 1 x 10~ Torr.

4]
ol
37

’

%) Se coloca entonces la placs, asi forumads

b

D
H

en capas, en una segunda camara de presidn reducida g s

\

Gispone 1 g. de 2-fenilindcl en el erizol de evaporacibn.
Se evapora eabonces btajo presidn reducida 2 materiel ope
r
. . . 0 A= .
ghnico, bajo una presién de 5 x 107 Torr, sobre la cepa

de selenic en 30 min. a una temperatura ée la fuente de -
aproximadamente 502 C, mientras se wanticne el substrato a

una temperatura de aproximsdamente 102 C. Esto da por re-

‘sultado un espesor de la capa de Z-Seniiindel de aproxime-

danente 20 micrones. BSe deja enfriar le placa en capas re-

sultante bajo presidn reducida a la temperabura ambiente -

fiurante 24 h,

Mediante los, procedinimtosg de svaporacidn ba-
jo presifm reducidu deiineadcs en el Zjemple 1 se prepara -

una estructura en capas que es similer 2 la del Epenplo 1,
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que comprende una capa de 35 micrones de 2-fenilnaftaleno

o)

aplicada como recudbrimiento sobre uuz ceps de 0,5 micrdn dé
selenio depositada sobre un substrate de vidrio NESA. Al -
formar la capa de 2-fenilnaftaleno, la presidn es de 6x10”6
Torr y se llava a cabo la deposicitn durante 150 min. a una
temperatufa de la fuente de 502 C y una lemperatura del sup
trato de 02 G,

Se mide las caracteristicas de descarsa de las
places electronicamente activas preparedas de acuerdo con -
los Ejemplos 1 y 2. Bspecificamente, se cargs por efecto -
corona las estructuras cn capac hasta un potencial negati-
vo selectivo V  y se las expone & uua fusnte de Juz moNOCIQ

-
£ 9 . - 2
matice de 4000 A g wn flujo de 2 X 10" foltones/cn-zeg. 4

este longitud de onda, los materiales electrdnicemente actiy

de le presente invenciodn son sustancialmente no abscrbentes
v el selenio es fotosensible. El régimende descarga inicial
é%yl p.o de cada placa, al potencial seleccionado,'ée nide
de acuerdo con las técnicas delineadas poxr P. Regenchurger
en "Optical Sensitication of Charge Carrvier Transport in

PVK", Photochemistry ané Fhotobiology 8, p. 429-4C (ncviem=

bre 1968), que se incorpora aqui a titulo de vefersncra.

"

Se mide una cantidad de regimenes de descarga

inicisl a potenciales seleccionados para cada placa, divi-

‘didos por el espesor de la capa organica electrOnicamente

activa y se traza sobre una escala logaritmica en funcidn
del correspondiente campo aplicado B, segin se puede ver en
la figura 10, Este tipo de gréfico indica la wanerz en que
la movilidad de la carza depeade del campo a través de la

respectiva cepa orglnica electrénicanente acviva. La curva

A representa le wmovilidad de carga de las lagunas fobtopgene~

—~

(5]
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radas a través del selenio. El material electrbénicamente -

ectivo ideal, en combinzcidn con selenio, se aproximari eg-
trechamente a la curva de dependencia del campo A para el -
selenio. -

Segln se puede ver en la iigura 12, curva B,

la placa en'capas de selenio y 2-fenilnaftaleno tierne una

Qs
)

agcargs apropiada pars campos aplicades que son aproximada.
mente superiores.a 1 V/micrén, Ademéds, la curva indica gue
6l 2-fenilnaftaleno {transporta lagunas en una manera Suli-
cientemente apropiads para der por resultado una tensibn rel
sidual aceptable después de la descarga en comparacién con
una c¢apa fotorrecepﬁora de selenio pure. la curva C, que ~
corresponde & la placa en capas Qe selenio y 2-fenilindol,
dernuestra un campo de umbral adn més bajo al cual se pro-
duce movilidad de cargas y por lo tanto quedarés un rinimo
de tensiln residual en respuesta a la descarga.

Aurngue no se la debe interpretar como-limit&n-
do a la presente invencidn, ge ha especulado con una teoria
para explicar las propiedades electrdnicamente activas de .-

los presentes materiales. Se ha establecido que el pireno,

tetraceno, l,2-benzentraceno y 3,4-benzocarbazol son 2lec-

tronicamente acvivos y el criterio importante para ello es

la extensién de la deslocalizacidncdl electrbn iy

" tetraceno ‘ 1,2-benzantracenoc
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El grado de deslocalizacidn del electrdn queda
demostrado por la introduccidn dz un sexteto bencenoide en
el tetraceno y 2 en el .L,2-bensantraceno (E. Cler, "poly-
clicic Hydrocarbons" Academic Press, 1964, “Tevs Tork). Se
han trazado_flech&s para indicar el movimiento del sewteto
entre los anillos del compuesto. Estos sexbetos estén com-
puestos por tres pares de electrones W mbviles, dos de los
cuales estén confinados e los anillos irdividuales mientras
que el per restante es libre para nigrer a través del sis-
tepa. A medida que el sistema de sniilo sobre el cual nigrs

ste tercer par se hact mas extendido, tanto mayores la des
localizacidn del clecitrén 3} . Este equivale a decir gue los
electrones §i estén menos blindsdos por la carga nuclear po-
sitiva que en un sistema de arnillo menos extendido, siend
el limite el benceno.

En el i,2-benzantraceno hay dos sextetos, sien
do awbos capaces de trspsmitir un par wdévil de electrones -
al snillo de articulacidn del sistema angular. Bsto forma
un sexteto inducido en el snillo. £1 doble enlace en la po-
sicién 3,4 es mls o menos formal, segfin gueda en evidencia

por la rezccidén en estas posiciones, Los vspectros maasiran

que la deslocalizacidn tiene lugar aln en el caso de separaz

se el grupo -CH=CH~. Es decir, el 2-fenilnaftaieno tiene un
espectro electrdnico similar al del 1,2—benzantraceno.‘més
especificamente, se cree que las orbitales p del grupo feni
lo interactian con las de la molécula sustituida, debido a
copleonaridad de les anillos. Los clcoirones son capaces Ge
deslocalizarse alrededor Gel plano complete de la molécula.

Por lo tanto, comparando el 2-fenilrnaftaleno

h
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con el benzantraceno precedente, es promosticable una acti
vidsd electrénica similar. Lo mismo ec valido para el 1,2-
benzotebraceno y 2-fenilantraceno.

Se puede llegar a urg imagen siwpilar cusndo -
se considera el carhazol. Bz decir, un znillo bencennide en
una posicidn angular aumentard la deslocalizacién del sis-

tema arvomatico completo. Considérass las cstructuras:

\ RN Ny
"
3y4-benzocarbazol 1,2~benzecarbazol

En anmbas moléceulas, ¢l anillo mrquuas aporoa
electmnes 7 ol sistema carbazol. Bz de gsperar que esta -
contribucidn songra existiendo aurque e eliminaren los -~
dtemos 1,2- o 3,A-carbeno de loz correspondientes benzocar—
bazoles, '

Basdndose cn lo precedente, los compueatos nre-
sultantes 3-fenilindol y72~fenilinéol, reg ecvivanente, me-

] . L2 . L . L . “ - P i
oyl 2. T oy ygr o CI1E S s - A 3
nifecstarén transperie o 1Oyeglon superioses &l indoel ©ismo.,

e bt st bt
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53-fenilindol 2-fenilindol
Se pueden considerar como materiales activos a
otros dos compuestos, es decir, los casos en que el nitrd-
geno del carbazol esta reemplazado por oxigeno o azufre, es
decir dibenzo / bd/furano y dibenzo /bd/tiofeno. Los com- -

puestos sustituidos con fenilo, de interds aqui, son:

3-fenllbenw /b_7tiofeno 2-fenilbenzo/ b_/tiofeno

Ejemplos de otros compuestos que satisfacen es-
terequisito estén ilustrados més adelante, juntamente con e]
compuesto progenitor del cual se deriva el compuesto susti-

tuido con fenilo.
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Compuesto progenitor

(1)

5,6-benzocriseno

R
\%)///{)

1,2-benzotetraceno

nafto-(l,§;3,4)—pireno

— 33

40?98@

Compuesto derivado

2-fenilantraceno

D

1-fenilpireno
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nafto-(1',2'-2,3)-fluoranteno l-fenilfluoranteno

nafto-(1',2'~3,4~)carbazol 3-fenilcarbazol
b
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dades mecénicas de los polimeros que los tienen come unide~

) ,;/{; :,.;h_ifi:
OBC: IOy

B

nafto~-{2',1'~3,4)-carbazol 4.fenilcarbasol

-

(1) El grupo —CH=CH- eliminado en cada compuesto estéd ro-
deado por un circulo.

Dentro del alcance de la presente invencidsm,
estén también incluidas eétructuras gquivalentes en lag -
cusles N estd reemplazada por S & 0. La actividad de estos
meteriales depende de la estructura sromatica de la molécu-
le y por lo tanto s& puede sgreger 2 los fenil arombticos,
sin pérdida de activided, sustituyentes del grupo fumcionsl
teles como alquilo, amino, nitro, ete., que facilitan la -
guiuwica de la preparacidn o altefar con ventaja las propic~
des repetitivas,

En la siguiente manera sé puede descritis ld -
clase de coupnestos v polimeros que-se produceh utilizAndo-

5

los como parte de la unidad repetitiva. Un sistema arondti-
co, que incluye heterociclicos y aguellos con sustituyentece
grupo funcional, enhque la deslocalizacibn del electrdn ™7

ha gido extendida por sustitucidn con feniio. Sc puede des-

codbir la posicién del grupo fenile como la formada por elid

minacibn de dos cavrbonos y ¢l decble enlace fino en el &ngu-

s

1o Gel wnillo de articulacifn desde el hidrocsrture arcni-
tico que tiene yn snillo més que el compuesto susbituido.

Yor sjemplo, en el 1,2-benzantracenc, la eliminacibn de Los

dos carbonos y el doble enlace fijo, gue manifiesta una read
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tructura por exposicibn a través del substrato. Adewds, si

tividad equivalente a la de una clefina, da por resultado

la melécula activa de 2-fenilnaftaleno.

¥n breves términos, la presente irvencién incluye la clase
de compuestos que comprenden aromiticos sustituides con fe-
nilo en que la posicibén del grupo ienilo ha sido determinada
por eliminacidn del anillo articulaso desde el arownético -
que tiene un anillo mds gue el compuesto sustituido. Aungue
se ha mencionado componentcs y proporciones especifices en
la precedente descripeién.de las formas preferidas de lle-
var o la préctica la presente invencidn, se prede uwhtiiizar
también con resulbtados sinilares otros materiales y proce-
dimientos apropiados couo los enumerados mds arriﬁa. Ldeonés
se puede utilizar otros materiales y modiflcaciones que -
sinergizan, intensifican o modificen en otra menera al mien
bro fotosensible ¥ ol método de uso. Por ejemplo, cuaaic

se emnlea un substrato transparente tal como un recvirimien
to pléstico con un delgado recubrimiento conductiveo de alu-

minio w 6xido de estano, se puede formar imagen en la cs—-

asi fuera conveniente, se¢ puede ecmplear también un substra-
to eléct:icamente aislante., In este caso, se puede aplicar
la corga al miembro formadex de lusgen, medisnte %écnicas
de doble carga por efecto corona que ya son conocidas y des

critac en la técenica, Otras modificaciones, en que se uti-

liza un substrato sislonte o no se uiiliza subsbreto, inclu
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? ) .
yen disporer el uwiembro formador de imagen sobre ur miembro
Ge dorso conductivo o platina y cargar la superficie nmientrg
se encuentra en contacto con dicho miewbro de dorsoc. Bub- -
sipuientemente a la formacidn de jmagen, se puede despren-
der entonces del dorso conductivo el miembro formador de -
imagen. | ‘ '
tras mcdificaciones_y'ramificaciones de la -
presente invencidn resultarén evidentes para los entendidos
er: eskba meteria después de la lectura de esta descripeidn.
Se las debe considerar tawmbién comprendidszs dentro del al-
cance de la invencidn.
Jn resumen, la Patente de Invencidn que se so-

e

licite, deberd recaer sobre las sigiente
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'la capa fotoconductiva, manifestando dicha capa fotocunducti

«
P

REIVINDICACIONES

1. Un método de formacién de imagen, que compren-
de:(a) proveer un miembro formador de imagen que tiene por
lo menos dos capas adyacentes Que comprende una capa de ma=
terial fotoconductivo no orientado y una capa contigua de un

material orgénico eléctricamente activo dispuesto encima de

va la capacidad de generacidén e inyeccidén de lagunas fotoex-
citadas, siendo capaz dicho material orginico activo de man-
tener la inyeccidén de lagunas fotoexcitadas desde Bicha capa
fotoconductiva y transportar las lagunaa a través dé dicha

capa activa, en que dicha capa activa comprende por lo menos
un material elegido del grupo que consiste en, 2-fenilantrag
no, y polimeros del mismo, 3-fenilindol, 3-fenilbenzo | b,
furano, 2-fenilbenzoﬁ£furano, 3-fenilbenzo(b] furano, 3-fenill
benzo [b] tiofeno, 2-fenilbenzo[b]tiofeno, l-fenilfenantreno,

2-feniltetréceno, l-fenilpireno, 4-fenilpireno, 1l-fenilfluo-
renteno , 2-fenilfluoranteno, 3-fenilcarbazol, y 4-fenilcar-
bazol; (b) electrostéticamente cargar negativa y uniformemen|
te la superficie libre de la capa activa; seguido por (c)

exponer-diché capa, asi cargada, a una fuente de radiacién
activadora pam la cual la capa fotoconductiva es absorbente
¥ para la cual la capa activa es sustancialmente transparen-
te ¥y no absorbente, teniendo lugar la exposicién bajo la for
ma de un disefio de lug y sombra Opticamente proyectado hacia
dicha capa, de modo que las lagunas fotoexcitandas, que son
generadas por diché capa fotoconductiva, son inyectadas en

7 transportadas a través de dicha capa activa de modo de for
mar una imagen electrostética latente sobre la superficie 1i]

bre de la capa activa.
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2. Un método de acuerdo con la reivindicacidén 1, en
que se revela la imagen latente de modo de formar una imagen
visible.

3. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1, en
que la radiacidén activadora estid comprendida dentro del es-
pectro visible.

4. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1, en
que la fuente de radiacidn activadora estéd comprendida en
la gama de aproximadamente 4000 a 8000 unidades Angstroms.,

5. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1, en
que la capa fotoconductiva es llevada por un substrato de
soporte.

6. Un método de acuerdo con la reivindicacién 5, en
que el substrato es eléctricamente conductivo.

7. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1,
que comprende las etapas adicionales de: (4) revelar la ima
gen latente de modo gue forme una imagen visible; y (e) re-
petir las etapas (b), (c¢) y (d) por lo menos una vez mis,

8. Un método de acuerdo con la reivindicacidén 7,
en que la fuente de radiacidén activadora estd comprendida
en la gama de aproximadamente 4000 a 8000 unidades Angstroms

9, Un método segln cualquiera de las reiviudica-
ciones anteriores, en el que la capa fotoconductora compren-
de por lo menos un material seleccionado entre el grupo for
mado por selenio vitreo, una aleacidén de selenio, selenio
trigonal, sulfoseleniuro de cadmio, y la forma X de ftalocig
nina exenta de metal.

10, Un método segin cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que la capa fotoconductora compren-

de particulas fotoconductoras dispersadas en un aglomerante.

-
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1l. Un método segln cualquiera de las reivindicacio

nes 1L a 9, en el que la capa fobtoconductora comprende un maJ
terial fotoconductor sustancialmente homogéneo.

12, Se reivindica por Ultimo como objeto sobre el
que ha de recaer la patente de invencién que se solicita:
METODO DE FORMACION DE IMAGHN.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva qué consta de cuarenta piginas

mecanografiadas y dibujos que se acomphan.

Madrid, 25 octubre 1,972
BERV ARDO UFﬁRIA

p.ge/
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